Circuitos Eletrénicos sdo largamente, e cada veis,mdilizados em sistemas aeroespaciais. A
miniaturizagdo, o aumento da complexidade e dacigdde de processamento destes sistemas tornam a
confiabilidade um fator chave e tem crescido emoitdmcia nos projetos destes sistemas. Além dosefat
comuns, outros problemas surgem quando na utilizde&Circuitos Integrados em ambientes com altdisds
de radiacdo. O aumento da Dose Total de Radiagéipalte (TID) provoca, progressivamente, alteragies
comportamento dos Cls. Duas das principais sdoiacéa da tensao de limiar (Vth) — que determipamto de
funcionamento do transistor MOS — e o aumento daente de fuga (lleakage). Primeiramente ocorre o
aumento gradual da diferenca de Vth (maiores em ®SMEIs e menores para NMOSFETS).
Conseqiientemente, a diferenca entre os temposbil#asel descida dos sinais no circuito, além do woies
devido a lleakage, aumentam; até o extremo de tigar-se os NMOS e manter os PMOS conduzindo
ininterruptamente. Estuda-se aqui a correlacae entalimentacéo da tenséo de substrato (Vb) e adguth é
diferente para cada tecnologia e estratégia detéeid partir desta correlacdo sera possivel omebamento
de um controle que analisara o efeito da TID eaiéea Vb dos transistores para corrigi-los. Stdise aqui a
necessidade de utilizacdo da tecnologia TJB papdeimentar o sistema de controle, em virtude da meno
influencia da TID nestes componentes. Este contpolde ser alocado dentro do mesmo Cl com uso da
tecnologia de fabricagdo BICMOS. Desta forma, prage manter o funcionando com caracteristicas de
desempenho mais préximas as originais, além de r@tama vida Util destes sistemas em ambientes ¢ a

indices de radiagéo.



